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 我々はフェムト秒パルスレーザーを用いてダブルパルスポンププローブ法による時間分解分

光法を行い、物質の電子とフォノンのコヒーレンスの生成・消失過程を調べている。本研究では

結晶構造が電子やフォノンのコヒーレンスに与える影響を明らかにするために、超格子

GaAs/AlAs をサンプルとして電子とフォノンの同時測定を行った。 

実験は室温および 90 K で行い、用いた超格子には GaAs/AlAs(1 層 100 Å)を 50 層ずつ計 100 層

交互に蒸着されたものを使用している。光源には中心波長 800 nm, パルス幅 55 fs の Ti-Sapphire

レーザーを使用し、ダブルパルス EO サンプリングを行った。ポンプ 1 とポンプ 2 の光路長を制

御することで二つの光の遅延時間を操作できる。これにより二つの光の間隔を 0.3 fs ずつ変化さ

せながら各時間で過渡反射率計測を繰り返し行った。ポンプ 1, 2 の強度はともに 30 mW、プロー

ブ光は 8 mW とした。 

 以上の操作で得られた室温、90 K の LO フォノン振幅のポンプパルス遅延時間依存性をそれぞ

れ図 1 (a), (b)に示す。横軸はポンプパルスの間隔、縦軸は LO フォノンの振幅である。図の周期

100 fs の包絡線が LO フォノン、周期 2.7 fs の振動が電子の干渉縞である。室温では二つの光の干

渉後(80 fs 時点)、20 fs 程度で電子のコヒーレンスが消失した。一方で 90 K では干渉終了後も 120 

fs 程度まで電子のコヒーレンスが保持されていた。 

    

 

 

 

 

 

 

 (a) room temperature                               (b) 90K 

Figure.1 pump-pump delay dependence of LO phonon amplitude (a) room temperature (b) 90 K 
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